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(57) Abstract: The invention relates to a microelectronic device for producing visible radiation, which can be used, for example, 
to form improved pixels for screens or displays, such as of the OLED type. 

[Suite sur la page suivante] 



WO 2006/092473 Al llill II 1 ! Iilil I'll IIJI'ill hllillll IIIJ Illll'lJIIIIlt'llill! 



— avant I 'expiration du delai prevu pour la modification des abreviations" figurant au debut de chaque numero ordinaire de 
revendications, sera republiee si des modifications sont re- la Gazette du PCT. 
gues 

En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrevia- 
tions, se referer aux "Notes explicatives relatives aux codes et 



(57) Abrege : L Invention concerne un dispositif microelectronique permettant de produire un rayonnement lumineux utilise no- 
tamment pour former des pixels ameliores d'^crans ou d'afficheurs par exemple de type OLED. 



WO 2006/092473 



PCT/FR2005/050456 



LAYOUT DE PIXEL OLED 
DESCRIPTION 

DOMAINE TECHNIQUE ET ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE 

5 La presente invention concerne un 

dispositif microelectronique permettant d'emettre un 
rayonnement lumineux et pouvant etre utilise par 
exemple pour former une matrice de pixels amelior€s 
d'afficheurs ou d'ecrans de type OLED (OLED pour 
10 « Organic Light Emission Displays », en frangais 
aff icheurs organiques electroluminescent s) * 

Les Scrans de type OLED sont des ecrans 
plats utilisant la propriety de luminescence de diodes 
organiques OLED. Pour regler la luminescence d'une 
15 diode OLED associee a un pixel d'ecran ou d' af f icheur , 
un dispositif d'adressage en courant, int^gre au pixel 
est generalement prevu. 

Un exemple suivant l'art antSrieur d'un tel 

s. 

dispositif d'adressage associe a xine diode 
20 electroluminescente 10, de type OLED (OLED pour 
« Organic Light Emission Diode ») est illustre sur la 
figure 1. Cet exemple de dispositif d'adressage 
comporte tout d'abord un premier transistor couche 
mince ou TFT (TFT pour « thin film transistor ») note 
25 11, fonctionnant comme un interrupteur , et dont 
l'ouverture ou la fermeture est contrSlee par un signal 
de selection par exemple sous forme d'une tension notee 
vlin appliguee sur la grille de ce dernier. 

Le dispositif d'adressage comporte en Outre 
30 au moins un second transistor couche mince ou TFT note 
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12 permettant de produire un courant id a 1' entree de 
la diode electroluminescente 10, en fonction d'une 
tension de reglage vdat, le courant id provoquant 
1' emission d'un rayonnement par la diode 10. 
5 La tension de reglage vdat est fonction 

d'une valeur d' intensite lumineuse ou de luminance a 
laquelle on souhaite fixer le rayonnement emis par la 
diode 10. Pour vine certaine valeur du signal de 
selection vlin, le premier transistor 11 peut etre mis 

10 dans un etat « ferme La tension de reglage vdat est 
alors appliqu§e sur le drain du premier transistor 
couche mince 11, et transmise sur la grille du second 
transistor couche mince 12 reliee a la source du 
premier transistor 11, le second transistor 12 emettant 

15 alors le courant id a 1' entree de la diode 
electroluminescente 10. Le second transistor 12 joue 
ainsi le role de modulateur de courant a 1' entree de la 
diode 10. 

Afin de beneficier d'un maximum de 
20 stabilite en courant et d'un minimum de sensibilite aux 
fluctuations de tension entre son drain et sa source, 
le second transistor 12 est generalement polarise en 
regime de saturation, par une tension de polarisation 
notee Vdd par exemple de l'ordre de +16V, appliquee sur 
25 le drain du second transistor 12 . 

Dans un dispositif d'adressage de pixel 
d'ecran ou d'afficheur du type de celui qui vient 
d'etre decrit, le premier transistor 11 et le second 
transistor 12 peuvent etre des transistors de type TFT 
30 (TFT pour « Thin Film Transistor » en f ran?ais 
transistor couche mince), formes par exemple d'une 
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20 



25 



30 



couche active a base de silicium amorphe ou de silicium 

polycristallin. 

Selon une variante, decrite notamment dans 
le document EP 1193741 A2, le transistor modulateur de 
courant 12 d'un tel dispositif d'adressage peut etre 
eventuellement remplace par deux transistors de drain 
commun polarises par la tension +Vdd, et dont les 
sources respectives sont reliees a une electrode de la 
diode electroluminescente 10. Comme cela est decrit 
dans ce document, cette variante peut permettre 
d'ameliorer le rendement du precede de fabrication des 
matrices de pixels OLED, le rendement etant defini dans 
ce cas par le rapport entre le nombre de circuits 
utilisables a la fin du procede de fabrication et le 
nombre total de circuits initialement soumis au procede 

de fabrication. 

Le dispositif d'adressage comprend 
Sgalement un condensateur 13, dit « de stockage », 
prevu pour permettre de retenir le signal de reglage 
vdat, lorsgue ce signal est transmis sur la grille du 
second transistor couche mince 12 . 

Le condensateur 13 est generalement agence 
de maniere a ce qu'une de ses electrodes notee 14 est 
reliee a la grille du transistor 12 modulateur de 
courant et a la source du premier transistor 11 
interrupteur, tandis que 1' autre electrode 15 est 
reliee a une masse ou a un potentiel fixe. Cette masse 
ou ce potentiel fixe est generalement assure par une 
ligne ou un bus, dont le r61e est, comme le decrivent 
par exemple le document precite et le document EP 
1298634, dedie uniquement a la polarisation de ladite 
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seconde electrode du condensateur de stockage Cs . Dans 
une matrice de pixels/ 1 ' agencement des lignes ou des 
bus servant a polariser les condensateurs de stockage 
Cs des differents pixels, est g&nSralement tel que ces 
5 lignes ou ces bus croisent d'autres lignes permettant 
par exemple d'acheminer les signaux de donnees ou les 
signaux de polarisation des moyens modulateurs de 
courant peuvent etre source de bruit ggalement appele 
« cross talk ». 

10 Pour palier a des phinomenes de fuite des 

transistors 11 et 12 dans ce type de dispositif, la 
valeur de capacite du condensateur 13 est general ement 
elevSe et induit un encombr ement important de ce 
dernier. Cet encombrement peut limiter le taux 

15 d'ouverture (« aperture ratio ») des pixels. La 
polarisation de la seconde electrode du condensateur de 
stockage Cs par une ligne specif ique et 1 ' encombr ement 
que genere ce condensateur rendent par ailleurs delicat 
1' agencement des differents composants du pixel les uns 

2 0 par rapport aux autres . 

On cherche continue 11 ement a optimiser 
1' agencement des composants et a reduire la taille du 
dispositif d'adressage par rapport a celui des moyens 
electroluminescents dans ce type de circuit. 
25 Ainsi, il se pose le probleme d' ameliorer 

les performances des pixels d'ecrans ou d' af f icheurs , 
par exemple de type OLED, notamment en terme de taux 
d'ouverture. II se pose egalement le probleme 
d'ameliorer les performances electriques du dispositif 

3 0 d'adressage de tels pixels. 
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EXPOSE DE L' INVENTION 

La presente invention propose un dispositif 
• microelectronique permettant de produire un rayonnement 
lumineux dote d'une matrice comportant une plurality de 
5 pixels, chaque pixel etant forme d'un empilement de 

couches et comprenant : 

- des moyens electroluminescents, aptes a 
emettre un rayonnement lumineux en f one t ion d'un 

courant recu en entree, 
10 _ des moyens modulateurs de courant aptes a 

moduler en fonction d'un signal de reglage achemine par 
une ligne de donnees ledit courant en entree des moyens 
Electroluminescents , 

- des moyens interrupteurs relies a ladite 
15 ligne de donnees, aptes a transmettre ou non ledit 

signal de reglage aux moyens modulateurs de courant en 
fonction d'un signal de selection, 

- une ligne de selection reliee aux moyens 
interrupteurs apte a acheminer ledit signal de 

20 selection vers les moyens interrupteurs, 

- une ligne de polarisation reliee aux 
moyens modulateurs de courant, apte a acheminer un 
signal de polarisation des moyens modulateurs de 
courant , 

- un condensateur de stockage, apte a. 
retenir iedit signal de reglage en entree des moyens 
modulateurs de courant et comprenant une premiere 
electrode reliee aux moyens modulateurs de courant, la 
seconde electrode du condensateur etant reliee a une 

30 autre ligne de selection d'un autre pixel de la matrice 
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Les moyens modulateurs de c our ant peuvent 
etre situes entre les moyens interrupteurs et le 
condensateur de stockage dans ledit empilement de 
couches . 

5 Un tel agencement peut permettre de limiter 

le nombre de croisements de lignes ou de zones semi-- 
conductrices et/ou metalliques dif f erentes au sein de 
chaque pixel. 

Selon une possibility d' agencement du 

10 dispositif, les moyens modulateurs de courant ainsi 
qu'au au moins une portion du condensateur de stockage, 
peuvent §tre situes entre la ligne de polarisation et 
les moyens ilectroluminescents . 

Dans une matrice de pixels suivant 

15 1' invention, ladite seconde electrode du condensateur 
n'est pas reliee a une ligne ou a un bus dont le role 
est specif iquement et uniquement dedie a la 
polarisation de cette derniere, mais a une ligne ayant 
une autre fonction, par exemple celle d'acheminer le 

20 signal de selection d'un autre pixel, ou par exemple 
celle de polariser les moyens modulateurs de courant 
dudit pixel. 

Cela peut permettre notamment, de faciliter 
1' agencement des composants dudit pixel, ainsi qu'un 

25 gain de place au sein de chaque pixel de la matrice. Ce 
gain de place peut permettre d'obtenir des pixels de 
taille reduite ou/et d'ameliorer le taux d'ouverture 
(« aperture ratio » selon la terminologie anglo- 
saxonne) de chacun desdits pixels. Cela peut permettre 

3 0 egalement de diminuer le nombre de croisements entre 
lignes susceptibles d'acheminer un signal electrique au 
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sein d'un mSme pixel, et ainsi de diminuer les 
interferences de type « cross talk » pouvant etre 
gen6r£es, par ces croisements . 

Les moyens modulateurs sont relics a une 
5 ligne de polarisation. Cela peut permettre d'associer 
chaque pixel de la matrice a un circuit electronique 
d'adressage standard ou de se premunir d'un circuit 
d'adressage specif ique. 

Selon une mise en oeuvre du dispositif 
10 microelectronique selon 1' invention, dans laquelle les 
moyens modulateurs comportent au moins une grille apte 
a recevoir ledit signal de reglage et formee a partir 
d'une couche dite couche de materiau de grille, la 
premiere electrode du condensateur de stockage peut 
15 §tre connectee a ladite grille et formee a partir d'une 
couche dite « couche active », differente de la couche 
de materiau de grille. 

La seconde Electrode du condensateur et 
ladite autre ligne de selection de 1' autre pixel 
20 peuvent §tre connectees et formSes a partir d'une mime 
couche, par exemple la couche de materiau de grille. 

De tels agencements peuvent permettre de 
limiter le nombre de croisements entre des lignes ou 
des zones semi-conductrices et/ou metalliques 
25 acheminant des signaux differents au sein de chaque 
pixel et de limiter le bruit ainsi que des risques de 

court -circuit . 

Lesdits moyens electroluminescents peuvent 
comprendre une electrode formee d'au moins une couche 
3 0 de nature organique. Ladite matrice peut etre alors une 
matrice de pixels OLED. 
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Lesdits moyens interrupteurs peuvent 
comprendre au moins un transistor couche mince. Les 
moyens modulateurs de courant peuvent quant a eux 
comprendre au moins un transistor couche mince . 
5 Selon une possibility , les moyens 

modulateurs de courant peuvent ega lament comprendre un 
transistor couche mince . 

Selon une variante, les moyens modulateurs 
de courant peuvent comprendre un premier transistor 

10 couche mince et un second transistor couche mince 
partageant une region de drain commun. 

Dans le cas oH la seconde electrode du 
condensateur est reliee a une autre ligne de selection 
d'un autre pixel, ledit autre pixel peut etre un pixel 

15 voisin dudit pixel, par exemple situe sur une meme 
rangee verticale de la matrice de pixels que ce 
dernier. Le condensateur de stockage peut etre en 
contact avec ladite autre ligne de selection dudit 
pixel voisin sur une distance d'au moins 50 ]im ou la 

20 moitie de la largeur du pixel. 

Le condensateur de stockage peut prendre 
plusieurs formes. Selon un mode de realisation 
avantageux, ce dernier peut comprendre une partie 
situee entre la ligne de polarisation et les moyens 

25 6lectroluminescents et une autre partie situee entre 
les moyens electroluminescents et ladite ligne de 
selection dudit autre pixel. 

Selon un mode de realisation particulier du 
dispositif suivant 1' invention, ledit condensateur de 

3 0 stockage peut avoir une forme en L, ce qui peut 
permettre notamment de faciliter l'agencement des 
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composants au sein de chaque pixel. Cette forme 
particuliere peut permettre egalement lorsqu'une des 
barres formant le V L' est en contact avec et parallele 
a la ligne de selection d'un autre pixel, d'obtenir un 
5 condensateur de stockage ayant de bonnes proprietes 
electriques . 

Dans une mat rice de pixels suivant 
1' invention, le condensateur de stockage peut etre 
eventuellement forme de deux condensateurs mis en 
10 paralleles. 

L' invention concerne Egalement un 
dispositif microelectronique permettant de produire un 
rayonnement lumineux dote d'une matrice comportant une 
plurality de pixels, chaque pixel etant forme d'un 
15 empilement de couches et comprenant : 

- des moyens electroluminescents, aptes a 
emettre un rayonnement lumineux en fonction d'un 

courant recu en entree, 

- des moyens modulateurs de courant, 

- des moyens interrupteurs relies a ladite 
ligne de donnees, aptes a transmettre ou non ledit 
signal de reglage aux moyens modulateurs de courant en 
fonction d'un signal de selection, 

- une ligne de selection reliee aux moyens 
interrupteurs apte a acheminer ledit signal de 
selection vers les moyens interrupteurs, 

- une ligne de polarisation reliee aux 
moyens modulateurs de courant, apte a acheminer un 
signal de polarisation des moyens modulateurs de 

3 0 courant , 
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- un condensateur, apte a retenir ledit 
signal de reglage en entree des moyens modulateurs de 
courant et comprenant une premiere electrode reliee aux 
moyens modulateurs de courant et une seconde electrode 
5 du condensateur reliee a ladite ligne de polarisation, 
les moyens modulateurs etant situes dans ledit 
empilement, entre le condensateur de stockage et les 
moyens interrupteurs. 

Selon une possibilite, les moyens 
10 modulateurs peuvent comporter au moins une grille apte 
a recevoir ledit signal de reglage et formee a partir 
d'une couche dite couche de materiau de grille, la 
premiere Electrode du condensateur de stockage etant 
connectee a ladite grille et formee a partir d'une 
15 couche dite « couche active », differente de la couche 
de materiau de grille. 

Selon une possibilite d' agencement du 
dispositif, les moyens modulateurs de courant ainsi 
qu'au moins une portion du condensateur de stockage, 
20 peuvent etre situes entre la ligne de polarisation et 
la diode glectroluminescente . 

BREVE DESCRIPTION DES DESSINS 

La presente invention sera mieux comprise a 
la lecture de la description d'exemples de realisation 
25 donnes, a titre purement indicatif et nullement 
limitatif, en faisant reference aux dessins annexes sur 
lesquels : 

-la figure 1 illustre un schema electrique 
d'un pixel OLED suivant l'art anterieur, 
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- les figures 2 et 3 illustrent des schemas 
Slectriques d'exemples de matrice de pixels suivant 
1' invention, 

la figure 4 illustre un exemple 
5 d'empilement de couches comprises dans une matrice de 
pixels suivant 1' invention, 

- les figures 5A, 5B, 5C, 5D illustrent les 
motifs de differentes couches d'un tel empilement, 

- la figure 6 illustre un autre empilement 
10 de couches comprises dans une variante de matrice de 

pixels suivant 1' invention, 

- les figures 7A, 7B, 7C, illustrent les 
motifs de differentes couches d'un tel autre 
empilement, 

15 - les figures 8A, 8B, illustrent un autre 

exemple d'empilement de couches comprises dans une 
autre variante de matrice de pixels OLED suivant 
1' invention. 

Les differentes parties representees sur 
20 les figures ne le sont pas necessairement selon une 
echelle uniforme, pour rendre les figures plus 
lisibles. 

EXPOSE DETAILLE DE MODES DE REALISATION PARTICULIERS 

Un dispositif microelectronique mis en 
25 oeuvre suivant 1' invention va a present §tre decrit en 
liaison avec la figure 2. Ce dispositif comprend une 
matrice de m (avec m un entier) lignes ou « rangees 
horizontales » (suivant la direction de l'axe 7 d'un 
repere orthogonal [O ; i ; J 3 defini sur cette figure) 
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verticales » (suivant la direction d'un axe j du 
repere orthogonal [O ; / ; J]) de pixels ou cellules de 
type OLED (OLED pour « Organic Light Emission 
Display ») . 

Sur la figure 2, on distingue notamment un 
pixel P comprenant tout d'abord des moyens 
electroluminescents de nature organique par exemple une 
diode de type OLED (OLED pour « Organic Light Emission 
Diode ») que 1'on notera OEL. La diode OEL est apte & 
emettre un rayonnement lumineux en fonction d'un 
courant qui lui est fourni en entree par des moyens 
modulateurs de courant, par exemple sous forme d'un 
premier transistor couche mince TFT2a et d'un second 
transistor couche mince note TFT2b. Les regions de 
sources respectives du premier transistor couche mince 
TFT2a et du second transistor couche mince note TFT2b 
sont chacune connectees a 1' anode de la diode OEL. Les 
moyens modulateurs de courant sont polarises par une 
tension de polarisation +Vdd par exemple de +16V, 
achemin€e par une ligne de polarisation notSe PL reliee 
a une region de drain commune aux transistors TFT2a et 
TFT2b . 

Dans cet exemple, la ligne de polarisation 
PL s'etend dans la m§me direction que celle des rangees 
verticales de la matrice de pixels . La ligne de 
polarisation PL peut etre partag^e par plusieurs pixels 
appartenant a la meme rangee verticale que le pixel P, 
voire a 1' ensemble des pixels appartenant a la meme 
rangee verticale de la matrice que le pixel P . 

Le courant emis depuis les moyens 
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du pixel P, depend notamment d'une tension de reglage 
vdat acheminee par une ligne que l'on notera DL et que 
l'on nommera « ligne de donnees » . Cette ligne de 
donnees DL s'etend dans cet exemple, dans la direction 
5 des rangees verticales de la matrice. La ligne de 
donnee DL peut etre partagee par plusieurs pixels, 
voire par 1' ensemble des pixels appartenant a la m§me 
rangee verticale que le pixel P. 

La ligne de donnees DL est reliee a des 
10 moyens interrupteurs , qui prennent la forme par exemple 
d'un transistor couche mince note TFT1 . La source du 
transistor TFT1 est reliee aux grilles des transistors 
TFT2a et TFT2b. Le transistor TFT1 permet de 
transmettre ou non sur la grille du transistor TFT2a et 
15 sur la grille du transistor TFT2b, la tension de 
reglage vdat, en fonction d'un signal dit de 
« selection » note vsel. 

Le signal de selection vsel est applique 
par exemple sur la grille du transistor TFT1. 
20 La tension de selection vsel du pixel P est 

acheminee par une ligne dite « de selection », notee 
SL, qui s'etend dans cet exemple, dans la meme 
direction que celle des rangees horizontales de la 
matrice. La ligne de selection SL peut etre partagee 
25 par plusieurs pixels, voire par 1' ensemble des pixels 
appartenant a la meme rangee horizontale que le pixel 
P. Ainsi, dans cet exemple les pixels de la matrice 
sont adresses, rangee horizontale par rangee 
horizontale. 

Le pixel P comprend en outre un 
condensateur dit « de stockage » Cs, qui permet de 
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retenir le signal de reglage vdat, lorsque ce signal 
est transmis aux moyens modulateurs de courant TFT2a et 
TFT2b . Le condensateur Cs est agence de maniere a ce 
qu'une de ses electrodes est reliee aux grilles 
respectives des transistors modulateurs TFT2a et TFT2b, 
tandis que la seconde electrode est reliee a une ligne 
ou a un bus jouant le r61e de ligne de masse ou de 

potentiel fixe. 

Selon un agencement ameliore au sein du 
pixel les transistors modulateurs TFT2a et TFT2b, 
peuvent etre situes entre le transistor interrupted et 
le condensateur de stockage Cs. Un tel agencement peut 
permettre de reduire le bruit dit de « cross talk » au 

sein du pixel. 

La ligne ou le bus relie(e) a la seconde 
electrode du condensateur Cs, correspond dans cet 
exemple a une ligne de selection SL' d'un autre pixel 
P', voisin du pixel P et situe sur la meme rangee 
verticale que ce dernier. La ligne de selection SL' 
appartenant au pixel voisin P' permet d' acheminer un 
signal de selection dudit pixel voisin P' . 

Dans cet exemple de matrice, les pixels 
etant adresses rangee horizontale par rang#e 
horizontale, lorsqu'on modifie l'intensite lumineuse de 
25 la diode OEL associee au pixel P, la ligne de selection 
SL achemine le signal de selection vsel au pixel P, 
tandis que 1' autre ligne de selection SL' dudit pixel 
voisin P' est inactive et n' achemine pas de signal de 
selection. P' est de preference le pixel voisin de la 
ligne precedemment adressee. En effet, si P' est 
adresse apres P, la charge aux bornes de la capacite Cs 
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risque d'etre modifiee pendant l'adressage de la ligne 
qui lui sert d' electrode . L ' autre ligne de selection 
SL' peut alors jouer le rfile de masse pour la seconde 
Electrode du condensateur Cs. Lorsque SL' est inactive 
•lie est maintenue a un potentiel fixe, par exemple 
compris entre -2 V et + 2 V, generalement voisin de 0V. 

Dans cet exemple, il n'est pas fait usage 
pour un pixel donne, d'une ligne ou d'un bus dont le 
r61e est uniquement et specif iquement dedie a la 
polarisation de la seconde electrode du condensateur de 
stockage Cs. Cette polarisation est, dans cet exemple, 
assuree par la ligne de selection SL' dudit pixel 
voisin P', laquelle a egalement pour role d' acheminer 
le signal de selection dudit pixel voisin P' . 
15 un tel agencement de pixel, peut etre 

compatible avec un circuit electronique d' adressage 
standard, par exemple un circuit du type de ceux 
utilises pour les matrices LCD (LCD pour « Liquid 
Crystal Display » ou afficheur a cristaux liquides) . 
20 selon une variante de 1' exemple de 

dispositif precedemment decrit, les transistors TFT2a 
et TFT2b de drain commun peuvent etre eventuellement 
remplaces par un seul transistor couche mince, dont le 
drain est polarise par la ligne PL, la source est 
reliee a 1' anode des moyens electroluminescents OEL, et 
la grille reliee a la premiere electrode du 
condensateur de stockage. Ce transistor modulateur peut 
etre situe entre le transistor interrupteur et le 
condensateur de stockage. 

La figure 3 represente une variante de 
1' exemple de dispositif precedemment decrit. De 
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condensateur de stockage compris dans chaque pixel de 
la matrice et notatnment dans le pixel P, est cette fois 
note C"s et comprend tout d'abord une premiere 
electrode reliee aux grilles des transistors 
5 modulateurs de courant TFT2a et TFT2b, et une seconde 
Electrode reliee a la ligne de polarisation PL du pixel 
P. 

Dans cet exemple, comme dans l'exemple 
precedemment deer it, il n'est pas fait usage pour un 
10 pixel donne, d'une ligne ou d'un bus dont le r61e est 
uniquement et specif iquement dedie a la polarisation de 
la seconde Electrode du condensateur de stockage. Cette 
polarisation est assuree par la ligne PL qui permet par 
ailleurs d'acheminer le signal de polarisation des 

15 transistors modulateurs de courant TFT2a et TFT2b. 
L'agencement au sein du pixel peut etre tel que les 
transistors modulateurs de courant TFT2a et TFT2b sont 
situes entre le transistor interrupteur et le 
condensateur de stockage. Un tel agencement peut 

20 permet tre de reduire le bruit dit de « cross talk » au 

sein du pixel . 

La ligne de polarisation PL etant maintenue 
a un potentiel fixe par exemple de l'ordre de +16V, les 
niveaux des tensions utilises pour les tensions de 

25 reglage vdat et de selection vsel du pixel P, seront 
differents de ceux utilises dans l'exemple precedemment 
decrit en liaison avec la figure 2. Typiquement vdat 
est de l'ordre de 10V et vsel de l'ordre de 15 V. 

La figure 4 represente un empilement 

3 0 technologigue ou de couches en vue de dessus d'une 
partie d'une matrice de cellules ou de pixels OLED 
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(OLED pour « organic light -emitting display ») du type 
de celle precedemment decrite en liaison avec la figure 
2 . On distingue notamment dans la representation de cet 
empilement, le pixel P delimite de chaque c6te par des 
bus ou des lignes permettant d'acheminer des signaux 
electrigues . 

Le pixel P est delimite notamment par une 
ligne notee 112 lui appartenant et par une autre ligne 
notee 312 appartenant a un pixel voisin P" situe sur 
une. meme rangee horizontal de la matrice gue le pixel 
P. Les lignes 112 et 312 s'etendent dans une direction 
parallele a l'axe J d'un repere orthogonal [0 ; i ; J] 
defini sur la figure 4, qui correspond a la meme 
direction que celle des rangees verticales de la 
matrice. Les lignes 112 et 312 correspondent 
respectivement a la ligne de donnees DL apte a 
acheminer le signal de reglage vdat du pixel P, et a 
une ligne de donnees notee DL" apte a acheminer le 
signal de reglage du pixel voisin P" . 

. Le pixel P est par ailleurs delimite par 
une autre paire de lignes dont une notee 106 lui 
appartient et dont une autre notee 206 appartient a un 
autre pixel voisin P' situe sur une meme rangee 
verticale de la matrice que le pixel P. 

Les lignes 106 et 206 s'etendent dans 
une direction parallele a l'axe J du repere orthogonal 
[0 ; i ; Jl, correspondant a la meme direction que 
celle des rangees verticales de la matrice. Les lignes 
106 et 206 correspondent respectivement a la ligne de 
selection SL apte a acheminer le signal de selection 
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apte ft acheminer le signal de selection vsel' du pixel 
voisin P' . 

Dans cet exemple l'agencement du pixel P 
est tel que le transistor commutateur TFT1, est place a 
5 proximite d' un croisement entre la ligne de donnees DL 
et la ligne de selection SL, ainsi qu' a proximite des 
transistors modulateurs de courant TFT2a et TFT2b. Les 
transistors TFT2a et TFT2b quant a eux sont places 
entre une zone de forme rectangulaire notee 140, qui 
10 correspond . a une electrode de la diode 
electroluminescente OEL, et une ligne notee 128, qui 
s'etend dans une direction parallele a l'axe j du 
repere [0 ; T ; J], et qui correspond a la ligne de 
polarisation PL desdits transistors modulateurs de 
15 courant TFT 2 a et TFT2b . Au sein de 1' empilement de 
couches minces, les transistors modulateurs TFT2a et 
TFT2b peuvent etre egalement situes entre le transistor 
interrupteur TFT1 et le condensateur de stockage Cs. 
Cet agencement pent permettre de reduire le nombre de 
20 croisements entre zones ou lignes semi-conductrices 
et/ou metalliques, horizontales et verticales du pixel. 
Le bruit de type « cross talk » ou bruit de croisements 
et les risques de courts -circuits peuvent etre ainsi 
riduits . 

Le condensateur de stockage du pixel P 
Spouse quant a lui la forme de 1' electrode 140 de la 
diode electroluminescente. Ce condensateur de stockage 
Cs comporte une premiere portion situee entre 
1' electrode 14 0 de la diode electroluminescente et la 
ligne de polarisation PL, et une seconde portion situee 
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entre la ligne de selection SL' dudit pixel voisin P' 
et 1' electrode 140 de la diode electroluminescente . 

Ledit empilement technologique est forme 
notamment d'une couche active, par exemple a base de 
polysilicium, dont les motifs sont par ailleurs 
represents en vue de dessus sur la figure 5A. Dans une 
zone notee 100 de cette couche active, sont formees 
notamment une region de drain 100a, ainsi qu'une region 
de source 100b du transistor de commutation TFT1 . 

Dans une autre zone notee 102, sont formees 
respectivement une region de source 102a du premier 
transistor modulateur de courant TFT2a, une autre 
region de source 102b du second transistor modulateur 
de courant TFT2b , ainsi qu'une region de drain 102c 
commune au premier et au second transistor modulateur 
de courant . 

Une autre zone de la couche active notee 
104, prenant la forme d'un *L' , correspond quant a elle 
a une premiere electrode du condensateur de stockage 
Cs. Cette premiere electrode est recouverte d'un 
isolant (non represent!) par exemple a base de Si0 2 , 
qui pent itre forme dans la meme couche que 1' isolant 
de grille respectivement des transistors TFT1, TFT 2 a et 
TFT2b . 

L'agencement des zones 100, 102, 104 peut 
itre tel que la zone 102 est situee entre la zone 
100 et la zone 104. Autrement dit, la zone active des 
transistors modulateurs de courant TFT 2 a et TFT2b est 
situee entre la zone active du transistor interrupted 
TFT1 et la premiere electrode du condensateur 
stockacre Cs . 
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Une couche a base de raateriau de grille, 
par exemple de 1 ' aluminium, surmonte ledit isolant de 
grille et du condensateur Cs. Les motifs de cette 
couche a base de materiau de grille sont repr£sent£s en 
5 figure 5B et comprennent notamment la ligne 106, qui 
correspond a ladite ligne de selection SL du pixel P. 

Des zones juxtaposees not^es 107a, 107b, 
107c, sont chacune reliees a la ligne 106. Comme le 
montre l'empilement de la figure 4, ces zones 

10 juxtaposees 107a, 107b, 107c recouvrent une portion de 
la zone 100 de la couche active (figure 5A) et forment 
une structure multi-grille pour le transistor de 
commutation TFT1 . 

La couche a base de mat^riau de grille 

15 comprend egalement des parties 108 et 109, qui, ... comme 
le montre l'empilement de la figure. 4, recouvrent des 
portions de la zone 102 de la couche active, qui 
correspondent respectivement a la grille du premier 
transistor de commutation TFT2a et a la grille du 

20 second transistor de commutation TFT2b. 

Une autre zone de la couche de materiau de 
grille, prenant la forme d'un X L' et no tee 110 sur la 
figure 5B correspond quant a elle a la seconde 
electrode du condensateur de stockage Cs. Les parties 

25 108 et 109 de la couche §l base de materiau de grille, 
correspondant respectivement a la grille du premier 
transistor de commutation TFT2a et a la grille du 
second transistor de commutation TFT2b, sont disjointes 
de la zone 110 de la couche a base de materiau de 

30 grille. 
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La seconde electrode est quant a elle 
reliee a la ligne notee 206 qui correspond a la ligne 
de selection SL' dudit pixel voisin P' . La seconde 
Electrode du condensateur la ligne de selection SL' du 

5 pixel P' peuvent etre ainsi connectSes et formees a 
partir d'une m§me couche, en particulier de la couche 
de materiau de grille. 

La ligne 2 06 sert de ligne de potentiel 
fixe ou de ligne de masse pour la seconde Electrode du 

0 condensateur. Le pixel suivant 1' invention ne comprend 
pas de ligne ou de zone. dont le r61e est specif iquement 
dedie a celui de ligne de masse ou de potentiel fixe 
pour la seconde electrode du condensateur de stockage. 
Dans cet exemple c'est la ligne 206 qui joue ce r61e et 

5 qui sert egalement de ligne de selection SL' du pixel 
voisin P' . 

Une partie notee 110a de la zone 110 , 
s'6tend dans une direction parallSle a l'axe j du 
repere [O ; i ; J ] et constitue la barre horizontale 
10 du X L' . Cette partie 100a a une longueur dl qui peut 
§tre de l'ordre de 50 ]im, par exemple 58 ]im et qui se 
trouve en contact avec la ligne de selection SL' du 
pixel voisin P' , sur une distance egale a la distance 
dl. 

i5 La distance de contact entre la seconde 

electrode du condensateur Cs et la ligne de selection 
SL' du pixel voisin pourra varier suivant la forme du 
condensateur Cs . 

La distance de contact entre la seconde 

10 electrode du condensateur et la ligne de selection SL' 
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pour un pixel par exemple de dimensions 120 um * 360 urn 
. ou §tre par exemple d'au moins l/5 Sme de la largeur du 
pixel et d'au plus 4/5 Sme de la largeur du pixel. La 
zone 110 f ormant la seconde electrode du condensateur 
5 cs peut avoir une surface, par exemple de 1' ordre de 
3 300 um 2 pour une capacite du condensateur de 1' ordre 
de 1,2 pp. Une autre partie notee 110b de cette zone 
110 constitue la barre horizontale du 'L' , et s'etend 
dans une direction parallele a l'axe j du repere 
10 [0 . t , J]. Cette partie 100b a une longueur d2 qui 
peut etre de 1' ordre de 60 um, par exemple 67 um. 

Un pixel mis en oeuvre suivant 1' invention 
ri'est pas limite a une forme en 'L' . Cette forme en »L' 
permet de maintenir une distance de contact importante 
15 entre la seconde electrode du condensateur et la ligne 
de selection SL' du pixel voisin P' et d' avoir un 
condensateur de stockage Cs ayant de bonnes proprietes 
electriques, tout en limitant 1 ' encombrement de ce 
dernier . 

Une couche a base de materiau dielectrigue 
(non representee), par exemple a base de Si02 repose 
sur la couche a base de materiau de grille 111. Par- 
dessus ladite couche a base de materiau dielectrique se 
trouve une couche metalligue dont les motifs sont 
represents en figure 5C. Dans cette couche metalligue, 
par exemple a base de molybdene, est formee la ligne 
112 qui correspond a la ligne de donnees DL du pixel P. 
Un noeud note 114 appartenant a cette ligne de donnees 
DL, est relie electriquement, par 1 ' intermediate d'un 
contact vertical ou via note 115 a la region de drain 
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Un second noeud 116, egalement forme dans la 
couche metallique, peut permettre d' assurer une 
connexion, entre la region de source du transistor de 
commutation TFT1 et la grille 108 du premier transistor 
modulateur de courant TFT2a, par 1 ' intermediaire de 
contacts verticaux ou vias notes 117 et 118. Dans cette 
meme couche de metal, un troisieme noeud de connexion 
note 120 permet, par 1 ' intermediaire de contacts 
verticaux ou vias notes 121 et 122, de relier 
Slectriguement la region de source du premier 
transistor modulateur de courant TFT2 et la zone notee 
140 servant d' anode pour la diode electroluminescente 

OEL . 

Un quatrieme noeud de connexion note 124 
permet guant a lui, par 1 ' intermediaire de contacts 
verticaux notes 125 et 126, de relier Slectriquement la 
region de source du second transistor modulateur de 
courant TPT2b avec la zone 140 d' anode de la diode OEL. 

Un cinquieme noeud de connexion note 128, 
Sgalement forme dans la couche de metal, a pour r61e 
d' assurer une connexion entre la premiere electrode du 
condensateur Cs et la region de grille du transistor 
modulateur de courant TFT2 a, par 1 ' intermediaire de 
contacts verticaux 129 et 130. 

La premiere electrode du condensateur de 
stockage est connectee a ladite grille du transistor 
modulateur de courant TFT2a, et ainsi apte a recevoir 
le signal de reglage. La premiere electrode du 
condensateur de stockage et la grille du transistor 
modulateur de courant TFT2a sont f ormees a partir de 
couches diff^rentes. 
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Dans la couche metal lique est egalement 
formee la ligne notee 131, qui correspond a la ligne de 
polarisation PL des transistors modulateurs de courant 
TFT2a et TFT2b. Par 1' intermediaire d'un contact 
vertical 133, un noeud de connexion note 132, 
appartenant a cette ligne de polarisation PL est relie 
electriquement a la region de drain commune aux 
transistors TFT2 a et TFT2b . 

L'empilement technologique peut comprendre 
en outre une couche de passivation, par dessus la 
couche metalligue representee en figure 5B, ainsi 
qu'une autre couche representee en figure 5D, 
surmontant la couche de passivation et dans laquelle 
est realisee la zone 140 formant 1' anode de la diode 
15 electroluminescente OEL. Cette zone 140 peut etre a 
base de ITO (ITO pour Indium TiN Oxyde) et avoir par 
exemple la forme d'un rectangle, de longueur L (definie 
sur la figure 5D dans une direction parallele a l'axe 
J du repere [O ; ? ; J]) par exemple de l'ordre de 

20 250 um, par exemple de 253 urn. 

Par dessus la couche a base de ITO formant 
1' anode de la diode electroluminescente OEL, 
l'empilement represents en figure 4 et sur les figures 
5A-5D est complete par au moins une couche de nature 
25 organique d' injections de porteurs (non representee), 
par exemple a base de Alq3 , apte a emettre un 
rayonnement lumineux. Dans un pixel mis en oeuvre 
suivant l'invention, on n'utilise pas de ligne 
d' alimentation ou de polarisation specif ique pour la 
seconde electrode du condensateur de stockage Cs. Cette 
^i^hrnriP etant reliee a la ligne de selection 
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SL' d'un autre pixel, le pixel dont 1' empilement 
technologique vient d'etre decrit a un nombre de bus 
inferieur a ceux des pixels suivant l'art anterieur, ce 
qui peut permettre notamment un gain de place dans 
l'agencement dudit pixel et d'ameliorer son taux 
d'ouverture (aperture ratio selon la terminologie 
anglo-saxonne) ou eventuellement d'obtenir de former un 
pixel de taille reduite par rapport a ceux de l'art 
anterieur . 

Le notnbre de bus dans le pixel suivant 
1' invention etant diminue, le nombre de croisements 
entre bus ou lignes permettant d'acheminer des signaux 
61ectriques au sein d'un meme pixel l'est egalement ce. 
qui peut permettre notamment certains phenomenes de 
15 bruit ou « cross talk » dus a ces croisements. 

La figure 6 represente un autre exemple 
d' empilement technologique du type de celui 
precedemment decrit, mais qui differe notamment au 
niveau de la constitution et de la forme du 
condensateur de stockage compris dans chaque pixel. 

Dans cet exemple, le condensateur de 
stockage C's compris dans le pixel P, differe de celui 
illustre en liaison avec la figure 4, en ce qu' il est 
formS de deux condensateurs C'sl et C's2 mis en 
paralleles l'un avec 1' autre. Le condensateur C's a par 
ailleurs la forme d'un rectangle (dont la longueur est 
parallele a l'axe J d'un repere [0 ; 1 ; J] definie 
sur cette figure 6) et qui se trouve place entre la 
ligne de polarisation PL et 1' electrode 140 de la diode 
3 0 electroluminescente . 
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L'empilement technologique de la figure 6 
comprend notamment une couche active, dont les motifs 
sont representes but la figure 7A. Les motifs de la 
couche active different de ceux de la couche active 
5 compris dans l'exemple d'empilement precedemment 
decrit, notamment au niveau d' une zone notee 404, qui 
forme la premiere electrode pour le condensateur C'sl, 
et qui a dans cet exemple une forme d'un rectangle 
dont la longueur est parallele a 1' axe J d'un repere 
10 [O ; / ; J]- Une zone notee 402 de la couche active 
forme la zone active des transistors modulateur TFT2a 
et TFT2b et est situee entre la premiere electrode du 
condensateur C'sl et une autre zone notee 400 de la 
couche active jouant le r61e de zone active pour le 
15 transistor interrupteur TFT1 . 

L'empilement technologique de la figure 6 
comprend egalement une couche a base de materiau de 
grille notee 411 par-dessus la couche active, dont les 
motifs sont representes sur la figure 7B. Parmi les 
motifs de la couche a base de materiau de grille notee 
411, une zone notee 410 de la forme d'un rectangle, 
dont la longueur est parallele a l'axe j d'un repere 
[O ; 7 ; 7 3 / constitue une seconde electrode pour le 
condensateur C'sl. Cette seconde electrode est comme 
pour l'exemple de pixel decrit precedemment, reliee a 
une ligne de selection SL' d'un autre pixel P' , voisin 
du pixel P et situe sur une mime rangee verticale de la 
matrice que ce dernier. La zone notee 410 constitue par 
ailleurs une electrode pour le condensateur C's2. Une 
zone de la couche de materiau de grille, comport ant des 
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premier transistor de modulation TFT2a et la grille du 
second transistor de modulation TFT2b, est situee entre 
la zone 410 et des zones juxtaposees notees 107a, 107b, 
107c, formant une structure multi -grille pour le 
5 transistor de commutation TFT1 . 

L' empilement technologique comprend en 
outre une couche metal lique notee 435, situee 
par-dessus la couche a base de materiau de grille 411, 
et dont les motifs sont represents sur la figure 7C. 
10 Dans la couche metallique 435, sont formees notamment 
la ligne de polarisation PL, ainsi que la ligne de 
donnees DL. Par rapport a la couche metallique 235 de 
l'exemple d' empilement precedemment decrit, la couche 
metallique 435 comprend notamment un motif 
15 supplementaire note 436, de la forme d'un rectangle, 
dont la longueur est parallele a l'axe j d'un repere 
orthogonal [0 ;/;/]■ Le motif 436 forme une autre 
electrode pour le condensateur C s2 . Cette seconde 
electrode est reliee a la premiere electrode du 
20 condensateur C'sl formee dans la couche active 405, par 
1' intermediate de vias ou de contacts verticaux notes 
437. Le motif 436 est relie par ailleurs a un autre 
motif supplementaire 438 forme dans la couche 
metallique 435 et qui, par 1' intermediate de vias ou 
25 de contacts verticaux 439, est connects a la grille du 
premier transistor modulateur de courant TFT2a . 

II s'agit la d'une variante permettant de 
realiser les contacts (contacts stockes) pour gagner en 
surface d' emission. Ce type de contact aurait tres bien 
30 pu etre utilise sur la figure 5C. 
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Les figures 8A et 8B illustrent une 
variante d' empi lenient technologique en vue de dessus 
d'un pixel, du type de ceux compris dans la matrice 
precedemment decrite en liaison avec la figure 3. 
5 Sur la figure 8A, des zones 500, 502, 504 

formees a partir d'une couche active sont representees. 
La zone 502 sert de zone active pour les transistors 
modulateurs de courant est situee entre une zone 500 
jouant le r61e de zone active pour le transistor 
10 interrupteur et une zone 504 servant d'une premiere 
Electrode du condensateur de stockage. 

Sur la figure 8B, une couche a base de 
mat6riau de grille 511 situee sur la couche active et 
une autre couche metallique 535, situee par dessus la 
15 couche 511 sont representees. Dans la couche a base de 
materiau de grille est formee notamment une zone 510, 
par exemple de la forme d'un rectangle, parallele dans 
le sens de sa longueur a la ligne de polarisation PL du 
pixel P. La ligne de polarisation PL du pixel P est 
20 quant a elle formee dans la couche metallique 535. 

La zone 510 de la couche de materiau de 
grille forme une deuxieme Electrode du condensateur de 
stockage C"s. L'agencement de la ligne de polarisation 
PL par rapport a la zone 510 est tel qu'une projection 
25 orthogonale sur un meme plan de la zone 510 et de la 
ligne PL sont au moins partiellement confondues. La 
zone 510 est reliee electriquement a la ligne de 
polarisation PL par 1 ' intermediate de contacts 
verticaux 532. Ainsi, la ligne de polarisation PL sert 
30 de ligne de potentiel fixe pour une des electrodes du 
condensateur C"s. L' autre electrode du condensateur 
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C"s (non representee sur cette figure) est reliee ou 
connectee a la grille du transistor modulateur de 
courant TFT2a par 1 ' intermediate d'une interconnexion 
537 formee dans la couche metallique 535. 

Selon cette variante, dans 1' empilement 
technologique, les transistors modulateurs de courant 
TFT2a et TFT2b, peuvent etre situes entre le transistor 
interrupteur et le condensateur de stockage Cs. Les 
transistors modulateurs de courant TFT2a et TFT2b, et 
le condensateur de stockage Cs peuvent etre situes 
entre la ligne de polarisation PL et la diode 
electroluminescente . 
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REVINDICATIONS 

1. Dispositif microelectronique permettant 
de produire un rayonnement lumineux, dote d'une matrice 
5 comportant line pluralite de pixels, chaque pixel etant 
form£ d'un empilement de couches et comprenant : 

des moyens Slectroluminescents (OEL) , 
aptes a emettre un rayonnement lumineux en fonction 
d'un courant recu en entree, 
!0 - des moyens modulateurs de courant (TFT2a, 

TFT2b) aptes a moduler en fonction d'un signal de 
reglage achemine par une ligne de donnees (DL) ledit 
courant en entree des moyens electroluminescents , 

- des moyens interrupteurs (TFT1) relies a 
15 ladite ligne de donnees (DL) , aptes a transmettre ou 

non ledit signal de reglage aux moyens modulateurs de 
courant en fonction d'un signal de selection, 

- une ligne de selection (SL) relive aux 
moyens interrupteurs apte a acheminer ledit signal de 

20 selection vers les moyens interrupteurs, 

- une ligne de polarisation (PL) reliee aux 
moyens modulateurs de courant, apte a acheminer un 
signal de polarisation des moyens modulateurs de 
courant , 

25 - un condensateur (Cs) , apte a retenir 

ledit signal de reglage en entree des moyens 
modulateurs de courant et comprenant une premiere 
electrode, reliee aux moyens modulateurs de courant, 
une seconde Electrode reliee a une ligne de selection 

30 (SL') d'un autre pixel (P' ) , les moyens modulateurs de 
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courant St ant situes entre le condensateur de stockage 
et les moyens interrupteurs dans ledit empilement . 

2. Dispositif microelectronique selon la 
5 revendication 1, ledit condensateur de stockage (Cs) 
etant en contact avec ladite ligne de selection (SL') 
dudit autre voisin (P' ) sur une distance d'au moins 50 
urn ou la moitie de la largeur du pixel (P) . 

10 3. Dispositif microelectronique selon l'une 

des revendications 1 ou 2, ledit condensateur de 
stockage (Cs) comprenant une partie situee entre la 
ligne de polarisation (PL) et les moyens 
Slectroluminescents et une autre partie situee entre 

15 les moyens electroluminescents et ladite ligne de 
selection (SL' ) dudit autre pixel (P'). 

4. Dispositif microelectronique permettant 
de produire un rayonnement lumineux dote d'une matrice 
20 comportant une plurality de pixels, chaque pixel etant 
forme d'un empilement de couches et comprenant : 

des moyens electroluminescents (OEL) , 
aptes a erne tt re un rayonnement lumineux en fonction 
d'un courant recu en entree, 
25 - des moyens modulateurs de courant, 

- des moyens interrupteurs (TFT1) relies a 
ladite ligne de donnees (DL) , aptes a transmettre ou 
non ledit signal de reglage aux moyens modulateurs de 
courant en fonction d'un signal de selection, 
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- une ligne de selection (SL) reliee aux 
moyens interrupteurs apte a acheminer ledit signal de 
selection vers les moyens interrupteurs, 

- une ligne de polarisation (PL) reliee aux 
5 moyens modulateurs de courant, apte a acheminer un 

signal de polarisation des moyens modulateurs de 
courant , 

- un condensateur (Cs) , apte a retenir 
ledit signal de reglage en entree des moyens 

10 modulateurs de courant et comprenant une premiere 
Electrode reliee aux moyens modulateurs de courant et 
une seconde electrode du condensateur reliee a ladite 
ligne de polarisation (PL), les moyens modulateurs 
etant situes dans ledit empilement, entre le 

15 condensateur de stockage et les moyens interrupteurs. 

5 . Dispositif microelectronique selon 
l'une des revendications 1 a 4, les moyens modulateurs 
de courant comprenant au moins un transistor couche 

20 mince. 

6 . Dispositif microelectronique selon 
l'une des revendications 1 a 5, les moyens modulateurs 
de courant comprenant un premier transistor couche 

25 mince (TFT2a) et un second transistor couche mince 
(TFT2b) partageant une region de drain commun et une 
region de source commune. 

7. Dispositif microelectronique selon l'une 
30 des revendications 1 a 6, ledit condensateur de 
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8. Dispositif microelectronique selon 
l'une des revendi cat ions 1 a 7, ledit condensateur de 
stockage (C's) St ant forme de deux condensateurs (C'sl, 
C's2) mis en paralleles . 

5 

9. Dispositif microelectronique selon la 
revendication 8, dans lequel ladite matrice est formee 
d'un empilement de couches minces comprenant au moins 
une couche active, au moins une couche a base de 

10 materiau de grille de transistors, au moins une couche 
metallique, ledit condensateur de stockage (Cs) etant 
forme d'un premier condensateur (C'sl) dote d'une 
electrode (C'sl) formee dans la couche active, d'une 
electrode formee dans ladite couche de materiau de 

15 grille, 

d'un second condensateur (C's2) dote 
d'une electrode formee dans ladite couche metallique 
et d'une electrode commune avec ladite autre electrode 
du premier condensateur. 



20 
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30 



10. Dispositif microelectronique selon 
l'une des revendi cat ions 1 a 9, les moyens 
interrupteurs (TFT1) comprenant au moins un transistor 
couche mince . 

11. Dispositif microelectronique selor 
l'une des revendi cat ions 1 a 10, dans lequel les moyens 
electroluminescents comprennent une electrode formee 
d'au moins une couche de nature organique, ladite 
matrice etant une matrice de pixels OLED. 
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